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(54) Vorrichtung zur Herstellung versetzungsfreier Halbleiterkristalle

- (57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung versetzungsfreier Halbleiterkristalle, die unter
Schutzgasatmosphére gezogen werden. Ziel der Erfindung ist eine dkonomische Herstellung der Kristalle. Die
Aufgabe der Erfindung besteht darin, ausreichende Warmeabfiihrung von der kristallisierenden Phasengrenze zu
gewihrleisten. ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch geldst, daB koaxial zur Kristallachse ein Zylinder an der
Phasengrenze fest—fliissig der dem Keim abgewandten Seite des Einkristalls angeordnet ist, wobei der Mantel des
Zylinders mit der Innenwand des Rezipienten durch ein senkrecht zur Zylinderachse angeordnetes Blech gasdicht
verbunden ist.
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Erfindungsanspruch:

1. Vorrichtung zur Herstellung versetzungsfreier Halbleiterkristalle, insbesondere Siliciumeinkristalle, die in einem Rezipienten
unter Schutzgas gezlichtet werden, gekennzeichnet dadurch, dal koaxial zur Kristallachse ein Zylinder (4) mitder Ldnge L =
seinem Durchmesser an der Phasengrenze fest-fliissig der dem Keim abgewandten Seite des Einkristalls (1) angeordnet ist,
wobei der Mante! des Zylinders (4) mit der Innenwand des Rezipienten durch ein senkrecht zur Zylinderachse angeordnetes
Blech (5) gasdicht verbunden ist.

2. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB der Zylinder (4) aus einem Material mit einem Emissionsvermdgen
nahe 1, vorzugsweise aus Graphit oder Molybdén, besteht.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung versetzungsfreier Halbleiterkristalle, insbesondere Siliciumeinkristalle,
die in einem Rezipienten unter Schutzgas gezlichtet werden. '

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Es ist allgemein bekannt, daR bei der Herstellung versetzungsfreier Halbleiterkristalle mit zunehmendem Durchmesser des
Kristalls die Warmeabfiihrung an der Phasengrenze Schmelze-Kristall geringer wird. Dadurch entstehen an der Phasengrenze
kleine Temperaturgradienten, die die Wachstumsgeschwindigkeit des Kristalls beeintrachtigen.

* Zur Zlichtung von Einkristallen nach dem Czochralskiverfahren ist es bekannt, mittels eines koaxial zum Einkristall angeordneten
Rohres das Schutzgas tiber die Schmelze und in radialer Richtung wieder nach auBen zu leiten (DD-WP 144571). Durch eine
derart gerichtete Stromung des Schutzgases wird es mdglich, Verunreinigungen, insbesondere Kohlenstoff, im Einkristall zu
vermindern, dafiir tritt aber der Nachteil ein, da® an dem Rohr eine Reflexion entsteht, die die Warmeabgabe des Einkristalls
behindert. Dadurch wird der Temperaturgradient an der Phasengrenze fest-flissig derart beeinflut, daR der ZiichtungsprozeR
durch thermische Schwankungen beeintréchtigt wird.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist eine Vorrichtung, die eine 6konomische und qualitdtsgerechte Herstellung versetzungsfreier
Halbleiterkristalle gewahrleistet.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu entwickeln zur Herstellung versetzungsfreiér Halbleiterkristalle,
insbesondere Siliciumeinkristalle, wobei unter Beriicksichtigung der Schutzgaszufiihrung eine ausreichende Wérmeabfiihrung
von der kristallisierenden Phasengrenze gewéhrleistet ist. ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch geldst, daB koaxial zur
Kristallachse ein Zylinder mit einer Linge L = dem Durchmesser des Zylinders an der Phasengrenze fest-flissig der dem Keim
abgewandten Seite des Einkristalls angeordnet ist, wobei der Mantel des Zylinders mit der Innenwand des Rezipienten durchein
senkrecht zur Zylinderachse angeordnetes Blech gasdicht verbunden ist. Der Zylinder ist aus Material mit einem
Emissionsvermégen nahe 1, vorzugsweise aus Graphit oder Molybdan.

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung wirkt so, daR das Schutzgas zwischen dem Halbleitereinkristall und der Innenfléche des
Zylinders hindurch strémt und der Kristall zusétzlich gekiihit wird.

Ausfiihrungsbeispiel
Die Erfindung wird anhand eines Ausfithrungsbeispiels und einer Zeichnung néher erldutert.
Fig. 1 zeigt die erfindungsgemaRe Vorrichtung im Schnitt.

Zur Herstellung von Silicium-Einkristallen nach dem Czochralski-Verfahren wird der Kristall 1 mit einem Durchmesser von
100mm aus einer in einem Tiegel 2 befindlichen Schmelze 3 gezogen. Oberhalb der Schmelze 3 Ist in einem Abstand von 20cm
zur Schmelze ein Zylinder 4 aus graphitiertem Edelstahl mit einer Linge von 4cm und einem Durchmesser von 18¢m parallel zur
Achse des wachsenden Kristalls 1 angeordnet. Die dem Kristall 1 abgewandte Seite des Zylinders 4 ist durch ein Blech 5 mit der
Innenwand des Rezipienten gasdicht verbunden.

Die Vorrichtung wirkt so, daR der Schutzgasstrom zwischen dem Einkristall 1 und der Innenfléche des Zylinders 4 der
Schmelze 3 zugefihrt wird.

Der Vorteil der Erfindung besteht insbesondere darin, da® mit der erfindungsgeméRen Vorrichtung die Zuflihrung des
Schutzgases zur Schmelze glinstig beeinfluBt und eine Erhdhung der Ziehgeschwindigkeit des Kristalls erreicht wird. Durch die
Gasstromung zwischen dem Zylinder und dem Einkristall wird die Warmeabgabe vom Kristall an die Umgebung zusétzlich
verbessert und der Kriimelfall im Bereich der Phasengrenze verhindert. Dariiber hinaus wird durch die glinstige Gasflihrung der
Verunreiniaunasaehalt im wachsenden Kristall gering gehalten. '
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